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Um tiefere Einblicke in den Ubergang einer kovalenten in eine ionische chemische Bindung
zu erhalten und um Modelle zur nichtlinearen Abschirmung in Festkorpern zu entwickeln,
wurde die Abhingigkeit schwacher Reflexe von GaAs und ZnSe von einem dufleren elek-
trischen Feld untersucht (siehe auch [1,2]).
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Die Stérke des angelegten Feldes betrug bis zu 3kV/mm. Die Messungen wurden
fiir verschiedene schwache Reflexe bei Wellenldngen im Bereich der Absorptionskanten
durchgefiihrt. Zur Auswertung herangezogen werden die relativen Intensitéitsinderungen
(Re — Rp=o)/REp=o.

Die Befunde fiir GaAs sind die folgenden: Bei den Reflexen (222) und (22 2) dndert sich
die Intensitit in nahezu linearer Abhéngigkeit von E. Dieses Verhalten 148t sich anhand
eines Bindungsladungsmodells fiir die Valenzelektronendichte verstehen und interpretieren
[4]. Bei diesen und anderen niederindizierten Reflexen ist der Effekt nur aufgrund anomaler
Dispersion knapp oberhalb der K,-Absorptionskante von As bei A ~ 1 A meBbar.

Neuere Messungen an hochindizierten Reflexen zeigen, dafl auch diese durch ein ex-

ternes elektrisches Feld beeinflufit werden, obwohl der Piezo-Effekt vernachlissigbar sein



sollte. Allerdings ist der Effekt hier, zumindest im Intervall A = 0,8 bis 1,05 A, nur schwach
wellenléingenabhiingig. Aufierdem scheint eine E?-Abhiingigkeit vorzuliegen.
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ZnSe zeigt qualitativ das gleiche Verhalten wie die niederindizierten Reflexe von GaAs.
Allerdings ist der Effekt etwa 1.4 mal grofler. Bislang wurde nur bei einer Wellenléinge

gemessen, so dafl weitere Analogien noch nicht untersucht werden konnten.

Dieses Projekt wird gefordert durch das BMBF (05 647IPA) und die Européische Ge-
meinschaft (CHRX-CT-93-0155).
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